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第 1 章は序論であり， ill-V族化合物半導体成長時の問題点を明らかにした上で、引上法による結
品成長技術の歴史について述べ，本研究の目的および意義を明らかにしているO






第 3 章では， GaP 結晶成長技術に関して，新しい高品質化手法を述べているO すなわち，エピタキ
シァル層の転位密度は基板結晶中の欠陥に影響されること，および，基板欠陥の低減には結晶中への




第 4 章では， GaSb 結晶成長技術に関して，大型結晶の成長を達成し， また，高品質化手法を述べ















(3) GaP 結晶中の転位欠陥低減には Si のドーピングが有効であること，および，熱力学解析をもと
に，成長系の水分量を制御することにより Si ドーピングの制御性が向上することをはじめて明ら
かにし，低転位密度の GaP 結晶を成長させる手法を確立しているO




以上のように本論文は， ill-V族化合物半導体である GaAs， GaP および GaSb において，結晶品質
を最も低下させる欠陥である転位を低減する手法や， ドーパントを結晶中に均一にドープする手法を
はじめて確立し，また，二元化合物である結晶の高品質化に関して多くの重要な知見も与えており，
半導体工学に対して寄与するところ大である O よって，本論文は博士論文として価値あるものと認め
る O
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